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(54) 实用新型名称

多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多基岛埋入型单圈单芯

片倒装封装结构，它包括基岛（1）、引脚（2）和芯

片（3），所述基岛有多个，所述芯片倒装于多个基

岛正面和引脚正面，所述芯片底部与基岛正面和

引脚正面之间设置有底部填充胶（14）, 所述基

岛外围的区域、基岛和引脚之间的区域、引脚与引

脚之间的区域、基岛和引脚上部的区域、基岛和

引脚下部的区域以及芯片的外围均包封有塑封料

（4），所述引脚背面的塑封料上开设有小孔（5），

所述小孔与引脚背面相连通，所述小孔内设置有

金属球（7），所述金属球与引脚背面相接触。本实

用新型的有益效果是：降低了制造成本，提高了

封装体的安全性和可靠性，减少了环境污染，能够

真正做到高密度线路的设计和制造。
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1. 一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构，其特征在于它包括基岛（1）、引脚（2）

和芯片（3），所述基岛（1）有多个，所述芯片（3）倒装于多个基岛（1）正面和引脚（2）正面，

所述芯片（3）底部与基岛（1）和引脚（2）正面之间设置有底部填充胶（8），所述基岛（1）外

围的区域、基岛（1）和引脚（2）之间的区域、引脚（2）与引脚（2）之间的区域、基岛（1）和引

脚（2）上部的区域、基岛（1）和引脚（2）下部的区域以及芯片（3）的外围均包封有塑封料

（4），所述引脚（2）背面的塑封料（4）上开设有小孔（5），所述小孔（5）与引脚（2）背面相连

通，所述小孔（5）内设置有金属球（7），所述金属球（7）与引脚（2）背面相接触。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构，其特征在于：

在所述金属球（7）与引脚（2）背面之间设置有金属保护层（6）。

3.根据权利要求 1或 2所述的一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构，其特征在

于：所述基岛（1）包括基岛上部、基岛下部和中间阻挡层，所述基岛上部和基岛下部均由单

层或多层金属电镀而成，所述中间阻挡层为镍层或钛层或铜层。

4.根据权利要求 1或 2所述的一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构，其特征在

于：所述引脚（2）包括引脚上部、引脚下部和中间阻挡层，所述引脚上部和引脚下部均由单

层或多层金属电镀而成，所述中间阻挡层为镍层或钛层或铜层。
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多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构。属于半导体封装技

术领域。

背景技术

[0002] 传统的高密度基板封装结构的制造工艺流程如下所示：

[0003] 步骤一、参见图 3，取一玻璃纤维材料制成的基板，

[0004] 步骤二、参见图 4，在玻璃纤维基板上所需的位置上开孔，

[0005] 步骤三、参见图 5，在玻璃纤维基板的背面披覆一层铜箔，

[0006] 步骤四、参见图 6，在玻璃纤维基板打孔的位置填入导电物质，

[0007] 步骤五、参见图 7，在玻璃纤维基板的正面披覆一层铜箔，

[0008] 步骤六、参见图 8，在玻璃纤维基板表面披覆光阻膜，

[0009] 步骤七、参见图 9，将光阻膜在需要的位置进行曝光显影开窗，

[0010] 步骤八、参见图 10，将完成开窗的部分进行蚀刻，

[0011] 步骤九、参见图 11，将基板表面的光阻膜剥除，

[0012] 步骤十、参见图 12，在铜箔线路层的表面进行防焊漆（俗称绿漆）的披覆，

[0013] 步骤十一、参见图 13，在防焊漆需要进行后工序的装片以及打线键合的区域进行

开窗，

[0014] 步骤十二、参见图 14，在步骤十一进行开窗的区域进行电镀，相对形成基岛和引

脚，

[0015] 步骤十三、完成后续的装片、打线、包封、切割等相关工序。

[0016] 上述传统高密度基板封装结构存在以下不足和缺陷：

[0017] 1、多了一层的玻璃纤维材料，同样的也多了一层玻璃纤维的成本；

[0018] 2、因为必须要用到玻璃纤维，所以就多了一层玻璃纤维厚度约 100~150µm 的厚度

空间；

[0019] 3、玻璃纤维本身就是一种发泡物质，所以容易因为放置的时间与环境吸入水分以

及湿气，直接影响到可靠性的安全能力或是可靠性等级；

[0020] 4、玻璃纤维表面被覆了一层约 50~100µm 的铜箔金属层厚度，而金属层线路与线

路的蚀刻距离也因为蚀刻因子的特性只能做到 50~100µm 的蚀刻间隙（蚀刻因子 : 最好制

做的能力是蚀刻间隙约等同于被蚀刻物体的厚度，参见图 15），所以无法真正的做到高密度

线路的设计与制造；

[0021] 5、因为必须要使用到铜箔金属层，而铜箔金属层是采用高压粘贴的方式，所以铜

箔的厚度很难低于 50µm 的厚度，否则就很难操作如不平整或是铜箔破损或是铜箔延展移

位等等；

[0022] 6、也因为整个基板材料是采用玻璃纤维材料，所以明显的增加了玻璃纤维层的厚

度 100~150µm，无法真正的做到超薄的封装；
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[0023] 7、传统玻璃纤维加贴铜箔的工艺技术因为材质特性差异很大（膨胀系数），在恶劣

环境的工序中容易造成应力变形，直接的影响到元件装载的精度以及元件与基板粘着性与

可靠性。

发明内容

[0024] 本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封

装结构，其工艺简单，不需使用玻璃纤维层，减少了制作成本，提高了封装体的安全性和可

靠性，减少了玻璃纤维材料带来的环境污染，而且金属基板线路层采用的是电镀方法，能够

真正做到高密度线路的设计和制造。

[0025] 本实用新型的目的是这样实现的：一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构，

它包括基岛、引脚和芯片，所述基岛有多个，所述芯片倒装于多个基岛正面和引脚正面，所

述芯片底部与基岛和引脚正面之间设置有底部填充胶，所述基岛外围的区域、基岛和引脚

之间的区域、引脚与引脚之间的区域、基岛和引脚上部的区域、基岛和引脚下部的区域以及

芯片的外围均包封有塑封料，所述引脚背面的塑封料上开设有小孔，所述小孔与引脚背面

相连通，所述小孔内设置有金属球，所述金属球与引脚背面相接触。

[0026] 在所述金属球与引脚背面之间还设置有金属保护层。

[0027] 所述基岛包括基岛上部、基岛下部和中间阻挡层，所述基岛上部和基岛下部均由

单层或多层金属电镀而成，所述中间阻挡层为镍层或钛层或铜层。

[0028] 所述引脚包括引脚上部、引脚下部和中间阻挡层，所述引脚上部和引脚下部均由

单层或多层金属电镀而成，所述中间阻挡层为镍层或钛层或铜层。

[0029] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0030] 1、本实用新型不需要使用玻璃纤维层，所以可以减少玻璃纤维层所带来的成本；

[0031] 2、本实用新型没有使用玻璃纤维层的发泡物质，所以可靠性的等级可以再提高，

相对对封装体的安全性就会提高；

[0032] 3、本实用新型不需要使用玻璃纤维层物质，所以就可以减少玻璃纤维材料所带来

的环境污染；

[0033] 4、本实用新型的二维金属基板线路层所采用的是电镀方法，而电镀层的总厚度约

在 10~15µm，而线路与线路之间的间隙可以轻松的达到 25µm 以下的间隙，所以可以真正地

做到高密度內引腳線路平铺的技术能力；

[0034] 5、本实用新型的二维金属基板因采用的是金属层电镀法，所以比玻璃纤维高压铜

箔金属层的工艺来得简单，且不会有金属层因为高压产生金属层不平整、金属层破损以及

金属层延展移位的不良或困惑；

[0035] 6、本实用新型的二维金属基板线路层是在金属基材的表面进行金属电镀，所以材

质特性基本相同，所以镀层线路与金属基材的内应力基本相同，可以轻松的进行恶劣环境

的后工程（如高温共晶装片、高温锡材焊料装片以及高温被动元件的表面贴装工作）而不容

易产生应力变形。

附图说明

[0036] 图 1为本实用新型多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构的结构示意图。
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[0037] 图 2为图 1的俯视图。

[0038] 图 3~图 14为传统的高密度基板封装结构的制造工艺流程图。

[0039] 图 15为玻璃纤维表面铜箔金属层的蚀刻状况示意图。

[0040] 其中： 

[0041] 基岛 1

[0042] 引脚 2

[0043] 芯片 3

[0044] 塑封料 4

[0045] 小孔 5

[0046] 金属保护层 6

[0047] 金属球 7

[0048] 底部填充胶 8。

具体实施方式

[0049] 参见图 1和 2，本实用新型一种多基岛埋入型单圈单芯片倒装封装结构，它包括基

岛 1、引脚 2和芯片 3，所述基岛 1有多个，所述芯片 3的正面倒装于多个基岛 1正面和引脚

2 正面，所述芯片 3 底部与基岛 1 和引脚 2 正面之间设置有底部填充胶 8，所述基岛 1 外围

的区域、基岛 1 和引脚 2 之间的区域、引脚 2 与引脚 2 之间的区域、基岛 1 和引脚 2 上部的

区域、基岛 1和引脚 2下部的区域以及芯片 3的外围均包封有塑封料 4，所述引脚 2背面的

塑封料 4上开设有小孔 5，所述小孔 5与引脚 2背面相连通，所述小孔 5内设置有金属球 7，

所述金属球 7与引脚 2背面之间设置有金属保护层 6，所述金属球 7采用锡或锡合金材料，

所述基岛 1 由基岛上部、中间阻挡层和基岛下部组成，基岛上部和基岛下部均由单层或多

层金属电镀而成，中间阻挡层为镍层或钛层或铜层，所述引脚 2 由引脚上部、中间阻挡层和

引脚下部组成，引脚上部和引脚下部均由单层或多层金属电镀而成。
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图 1

图 2

图 3
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图 4

图 5

图 6

图 7

图 8
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图 9

图 10

图 11

图 12

图 13
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图 14

图 15
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